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【はじめに】β-Ga2O3は、4.8 eVという大きなバンドギャップを持っていることからパワー半導体
材料として注目されているが、その高い化学的安定性や放射線耐性から、極限環境下での無線通
信機器への応用も期待できる。これまで我々は、サブ 0.1 µmのゲート長（Lg）を持つ横型高周波
Ga2O3 MOSFETの開発を進めてきたが、高周波特性を更に向上させるためには、Lgの微細化に伴
う短チャネル効果の抑制が課題である [1]。本研究では、短チャネル効果を抑制する目的で、横型
Ga2O3 MOSFETに (AlxGa1−x)2O3バックバリア層を導入し、その高周波特性の評価を行った。
【実験】作製したMOSFETの断面模式図を図１に示す。まず始めに、Feドープ β-Ga2O3 (010)基板
上に、オゾン分子線エピタキシー法によってGa2O3(100 nm)/(AlxGa1−x)2O3(100 nm, x ∼ 0.12)二層
膜を成長した。次に、深さ 60 nmのボックスプロファイルになるようにGa2O3層へ Siイオン注入
を行い、チャネル層ならびにオーミックコンタクト領域を形成した。その後、Ti/Auオーミック電
極（図中 S、D）、Al2O3ゲート絶縁膜（20 nm）、Ti/Pt/Au T型ゲート電極（図中G）を形成した。
【結果と考察】図 2に Lgが 150 nm、ソース・ドレイン間距離（Lsd）が 2 µmであるGa2O3 MOSFET

のDC電流–電圧出力特性を示す。約 230 mA/mmという高いオン電流が得られ、良好な FET動作
が確認できた。また、横型MOSFETにおいては、エピタキシャル層と基板との界面に蓄積した Si

に起因するリークパスがしばしば問題となるが、今回作製した複数の試料においては界面でのリー
ク電流は充分小さく、バックバリア層の導入に付随する利点と考えられる。図 3には、Lsd = 2 µm

のGa2O3 MOSFETに対して測定した、電流利得遮断周波数（ fT）と最大発振周波数（ fmax）の Lg

依存性を示す。 fT、 fmaxともに、(AlxGa1−x)2O3バックバリア層がない場合 [1]と比べて遜色のな
い値が得られた。そして、これらの値が最大となるのは、バックバリア層がない場合は Lg ∼ 200

nmであったのに対し、今回は Lg = 120–150 nmと短ゲート長側にきており、バックバリア層の導
入は短チャネル効果の抑制に関して一定の効果があったと考えられる。
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Fig 1: Cross-sectional schematic

of the Ga2O3 MOSFET.
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Fig 2: DC Id–Vd output charac-

teristics of the MOSFET.
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Fig 3: Lg dependence of fT (blue)

and fmax (red) of the MOSFET.
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